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本研究ではまず従来型走査回路の特性解析の結果を基に， 3 種類の新しい MOS型走査回路を提案
した。 1 つはレシオレス極性反転回路を用いた寄生容量の小さい走査回路であり，走査速度は従来の















えた単板カラー484X384絵素MOS型撮像素子を開発した。本素子の特徴は光ダイオードを npn の 3








に可視光感度の高い Se-As- Te膜を形成した二次元素子を試作L た。特性測定の結果，本素子は前述









まづ走査速度をあげるために 3 種類の新らしいMOS型走査回路を提案した。第 1 は極性反転回路










った MOS型撮像素子を開発した。この素子における新らしい工夫は光ダイオードを npnの 3 層構造
にしたことで， 3 原色信号を互いに混りあうことなくして取出すことが出来ると共に，不要な赤外感
度を減少し，可視光領域に良好な感度をもたらすことが出来た。またこの方法によりブルーミング効
果(写真のハレーションのような効果)を大きく抑制することが可能になった。
応用分野を拡大するためには一層感度をあげることが強く要求されるので，新らしい構造をもった
素子“アモルファス撮像素子"が提案された。これは走査回路，スイッチ等を集積したシリコン基板
上に光電変換用のアモルファス光導電性膜を重ねて 2 階建の構造を作って受光面積を拡げることで，
またこの方法でブルーミングを極度に抑制することが出来た。
この研究は VTRの固体撮像素子に画期的な進歩をもたらし，すでに実用化，製品化に成功し，将
来の大きな応用の拡大も期待出来る。その内容としても固体電子工学，物性物理工学の観点に立って
も優れたものがあり，学位論文として価値あるものと考える。
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